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Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 fiir Verstérker-End- Statische Kennwerte Min. Typ Max.
stufen und als Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie flur Schaiter-
anwendungen bis 35 V. Kollektor-Basis-Reststrom ~leeo 35 A 100 pA
-Uen = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lces 0,5mA 2,5mA
-Uce = 40V
Kollektor-Reststrom
bei gesperrter Emitterdiode ~lcev 100 gA 1000 pA
-Uce = 30V
Kollektor o 4.3 a8 -Use = 1V
am Gehduse Emitter-Basis-Reststrom -lepo. 50 pA 500 uA
4 1C ] -Ues == 20V
! Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung  -Ucesat 0,25V 0,6V
FOs \ = < P -1s = 0,5A
& & ?%; PN ﬂ:% -le = 3A
3 | Basis-Emitter-Spannung -Use 0,35V 0,7V &
Fany 85 -Uce =6V s
‘ A4 ] -l = 05A 3
Masse ca. 12 g 9 3 Basis-Emitter-Spannung -Uee 0,75V 1,4V ;3 °
. . ~Uce =2V g2
Warmewiderstand Rthic = 4grd/W -le = 2 A &2
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich _KSICIEektor-!ang-\?tromverhoEtms hae ;g gg g
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo = 40V -le = 2A 45 90 C
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 35V 7 140 D
Rge = 50 2 ~Uce = 6V hose 40
Kotlektor-Emitter-Spannung -Uces = 40V -le = 0,5A
Gesomvertusieistung - f Z Tow hare-Verhaltnis pae s 2 03
g v = 10w hete (2.0 A)
Kollektorstrom -le = 3,0A ~Ues — 2V
Emitterstrom le = 3,6 A e —_ 2 A
Basisstrom -ls = 0,6A e = 0,5A
Sperrschichttemperatur By = +485°C
Betriebstemperaturbereich —25 °C bis +65°C
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS m
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 127 128 Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
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Min. . Typ Max.
Paarigkeitsbedingungen
Verhdltnis der Basisstrome st . 4
a2 0,833 1,2
bei -Uce = 6V —l'
-le = 0,5A C . ‘,—’70”7A
und -Uce = 2V A 3 - / >
e = 3A , b~ 60mA ~'g “arameter
2l Y
aleni d is-Emitter- U o \ -
Verhdltnis der Basis-Emitter Use1 0,833 12 5 50mA
spannungen Usgke2 5
. — - —-—
bei -Uce ==2V g, 2 =T\ 40mA
-le = 3A ES !
Dynamischer Kennwert E8 I 3-5mA
Ubergangasfrequenz fr 250 kHz 300 kHz A - Y \
-Uce = 6V 300 kHz 450 kHz B CE \ 20 -
-lc = 0,1 A 350 kHz 500 kHz C 1
400 kHz 600 kHz D \ I5mA
Schaltzeiten ton 15 us 30 us _/8 \ - 10mA —
. e
Siehe MeBschaltung ts 4 us 8 us mA
Ubersteuerungsfaktor m == 3 tr 4 us 8 us 5mA
. 80 40 4 8 12
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— e
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! Br——17"7 T Uep = 1V '
B | % } CE
{]5 LT '| o
| o=+ - U
. : -
et el BE
- T v
i on -
Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstirkungsgruppe (D] Transistor GD 241 D
Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaar
det Stromverstarkungsgruppe D Transistorpaar 2 GD 241 D
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
) Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
129
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 139
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
_ . . RENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS .
Betriab im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Od m n VE8 ROH
140 eiried fm Tombina albleiterwerk Frankfurt (Oder) Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 141





